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1. まえがき 

フォトン検出器は、医療・材料・天文学など

様々な分野で用いられており、次世代のフォト

ン検出器として超伝導トンネル接合(Supercon 

-ducting Tunnel Junction: STJ)が注目されている。

しかし、通常の STJには層間絶縁膜によるフォ

ノンイベントとアレイ化が課題であると考え

られる。これらを解決する方法として、我々は

埋め込み型 STJを提案した[1]。 

本研究では、埋め込み型 STJ に改良を加え、

その作製と評価を行ったので報告する。 

 

2. 埋め込み型 STJについて 

図 1(a)に、提案する埋め込み型 STJの概念図

を示す。検出部は基板に埋め込まれ、配線には

貫通電極、表面に吸収層を堆積させた構造とな

っている。貫通電極を用いることで、基板上に

配線を取る必要がなく、アレイ化が容易となる。

また、層間絶縁膜がないため、低エネルギーの

フォトン検出時には、フォノンが生じない。そ

こで、図 1(b)のような簡易埋め込み型 STJを作

製し、4.2 Kで測定した結果を図 2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SiO2埋め込み型 STJ について 

簡易埋め込み型 STJ を用いてサブギャップ

電流の温度依存性を測定した結果、サブギャッ

プ電流は温度の低下に伴い理論曲線から外れ

ることが分かった。この原因として、STJ を基

板に埋め込んだ際の影響が考えられる。そこで、

図3(a)に示す、SiO2埋め込み型STJを提案した。

この構造は、トライレイヤー堆積後に層間絶縁

膜を堆積可能なため、STJを基板に埋め込む際

のストレスなどの影響がない。本講演では、図

3(b)に示す、簡易型 SiO2埋め込み型 STJの作製

とその特性について報告する。 
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